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Résumé:

Le sujet de cette these est a I’interface entre I’étude de composés a base de nitrure et des structures
émergeantes formées par les matériaux bidimensionnels (2D) d’épaisseur atomique. Ce travail se consacre sur
I’hybridation des propriétés électriques et optiques des semi-conducteurs a larges bandes interdites que sont
les nitrures et des performances mécaniques, électriques et optiques des matériaux lamellaires, récemment
isolé a I’échelle d’un plan atomique, qui sont aujourd’hui considérées avec attention aux regards de futures
applications et d’¢études plus fondamentales. En particulier, une étude des propriétés électroniques, optiques et
structurelles d’hétérostructures composées de plusieurs matériaux lamellaires et d’interfaces entre matériaux
2D et 3D a été réalisé par des moyens de microscopie et de spectroscopie tel que la spectroscopie Raman, de
photoémission et d’absorption. Ce manuscrit traite dans un premier temps des propriétés structurelles et
électroniques du nitrure de bore hexagonal (h-BN), matériau isolant aux propriétés optiques exotiques et
essentiel dans la future intégration de ce type de matériaux 2D permettant de mettre en valeur leurs propriétés
intrinséques. En utilisant le graphene comme substrat les problemes de mesures par photoémission rencontrés
pour des matériaux isolant ont pu étre surmonté dans le cas du h-BN et une étude des défauts structurels a pu
étre réalisée. Par conséquent, les premieres mesures directes de la structure de bande électronique de plusieurs
plans de h-BN sont présentées dans ce manuscrit. Dans un second temps, une approche d’intégration de ces
matériaux 2D différente a été étudiée en formant une hétérostructure 2D/3D. L’interface de cette
hétérojonction, composée d’un plan de disulfure de molybdéne (MoS2) de dopage intrinséque N associé a 300
nm de nitrure de gallium (GaN) intentionnellement dopé P a ’aide de magnésium, a été caractérisée. Un
transfert de charge du GaN vers le Mo0S2 a pu étre identifié suggérant un contrdle des propriétés électroniques
de ce type de structure par le choix de matériaux. Ces travaux ont permis de révéler les diagrammes de bandes
électroniques complet des structures étudiées a pu étre obtenu permettant une meilleur compréhension de ces
systémes émergeants.
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